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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani narocnéjsi

Hodnoceni ndro¢nosti zaddni zdvérecné prdce. )
Cilem DP méla byt realizace spinaného zdroje pouZitelného ve svareci technice. Soucasti prace méla byt
analyza fe$eni zaméFena na pouZiti riiynych typu spinacich prvku. Findlni realizace méla byt zaloZena na
tranzistorech MOSFET na bazi SiC. Naro¢nost zadani byla kromé bézné inzenyrské prace i ve skutecnosti, Ze
vyslednd aplikace generovala relativné vysoky vykon a pracovni proud. V takovém p#ipadé je nutné dbat
zvy$ené opatrnosti, jelikoz kazda chyba miZe vést k zasadni destrukci celého zafizeni, coZ zvySuje néroénost
na dobu vilastniho vyvoje a ladéni aplikace.

Splnéni zadani spinéno s mensimi vyhradami
Posudte, zda predloZend zdvéreéna prdce spifiuje zaddni. V komentdfi pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
spinény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spinéno, pokuste se posoudit zévazZnost, dopady a
pripadné i pficiny jednotlivjch nedostatkda. - ,
Vysledkem DP je funkéni prototyp spinaného zdroje, ktery je schopen generovat vysoky vystupni vykon.
Autor predklada detailni popis navrhu jednotlivych ¢asti. Snahou autora je Fesit zdroj jako kompletni aplikaci
véetné vstupniho filtru. Vlastni prototyp by bylo pro finalni verzi potfeba upravit — nap¥. feseni obvodu
limitujiciho narazovy proud, nebo chlazeni vstupniho usmérfiovaciho mistku, Nicméné aplikace je funkéni.
Souéasti Feseni je i analyza porovnavajici pouZiti tranzistor(i na bazi Si a SiC. V této &asti je dikladné
porovnan vliv propustnych ztrat obou technologii. Nicméné podstatny je také rozdil spinacich vlastnosti
obou technologii. Tato oblast byla v praci popsana okrajové.

Zvoleny postup feseni spravny
Posudte, zda student zvolil sprévny postup nebo metody reseni,

Autor nejprve analyzoval rozdiiné topologie pouZivané pro svareci ménice. Pro realizaci prototypu vybral
propustny ménié€ vyuZivajici dva spinade. Proved! detailni analyzu vypoétu pracovnich parametrd a vypoétu
indukénich prvki véetné ndvrhu vstupniho EMI filtru. U vykonovych prvka navrhl adekviétni chlazeni. Navrhl i
signélni éast vEetné pomocného napajeni, zpGsob snimani vystupniho proudu v Fadu 100A, buzeni spinacich
prvku. Névrh reazlizoval v podobé funkéniho prototypu, na kterém provedl zdkladni méfeni (G¢innost,
teplota). V zavéru prace zhodnotil funkci prototypu a navrhl Gpravy k odstranéni nékterych nedostatkui.
Autor postupoval systematicky od technické analyzy aZ po realizaci a ladéni aplikace. Pouzival adekvatnim
zpisobem matematicky aparat a v pfipadé potieby nachazel empirické vztahy (vliv skin effektu na vodivost
vinuti indukénich prvki, volba jadra transformatoru atd.). Zvoleny postup byl spravny. Nékteré body byly

zjednoduseny pfilis - napf. pfi ndvrhu kompenzace zpétné vazby neni zohlednéna vykonova ¢dst ménice.

Odborna uroveni A - vyborné
Posudte uroveri odbornosti zdvéreéné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a
dat ziskanych z praxe.
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Autor prokazal porozuméni problematice. Pfi analyze, ndvrhu a nasledné realizaci pouzil vhodné néstroje. Na
zékladé série vypoétu navrhl odpovidajici vykonové prvky, vstupni filtr, zpusob Fizeni, zpuisob snimani
vysokého proudu, zpusob chlazeni vykonovych prvki. Navrhl a realizoval DPS. Celé fe$eni fyzicky provedl a
zprovoznil. BEhem méreni aplikace pouZival odpovadajici nastroje. Celkové prokazal inZzenyrsky pfistup.

Formalni a jazykova uroven, rozsah prace B - velmi dobre

Posudte sprdvnost pouZivani formdlnich zdpist obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou strdnku.

DP je ¢lenéna do jednotlivych kapitol, které srozumitelné popisuji autordiv postup. Po Uvodni paséZi je provedena
teoreticka analyza, popis reazilace a méreni. V zavéru je shrnuti prace véetné navrhu Gprav prototypu, pro zlepseni jeho
funkénosti.

Text je pfehledny a srozumitelny. Podstatné dilci vysledky jsou v textu zvyraznény.PFi psani vlastniho textu
autor kombinuje pasivum s prvni osobou. Bylo by vhodné pouZit jednotnou formu. V rdmci DP neni vhodné
pouzivat prvni osobu mnozného cisla, ktera se v textu nékolikrat objevi.

Vybér zdroju, korektnost citaci A - vyborné

Vyjddrete se k aktivité studenta pfi ziskavdni a vyuZivdni studijnich materidali k reseni zavéreéné prdce. Charakterizujte
vybér pramenu. Posudte, zda student vyuZil vSechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou vsechny prevzaté prvky radné
odliseny od vlastnich vysledk( a uvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace tplné a v souladu
s citaénimi zvyklostmi a normami.

Predevsim v oblasti navrhu zdroje pouZiva autor fadu citaci z odbornych publikaci . Jejich pouZziti je
adekvatni.

Dal$i komentare a hodnoceni

Vyjddrete se k urovni dosaZenych hlavnich vysledki zavérecné prdce, napf. k urovni teoretickych vysledki, nebo k trovni a
funkénosti technického nebo programového vytvoreného reseni, publikacnim vystupm, experimentdlni zru¢nosti apod.
Vlozte komentar (nepovinné hodnoceni).

Ill. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pripadné otdzky, které by
mél student zodpovédeét pri obhajobé zdvérecné prdce pred komisi.

Autor splnil zadani rozsahlejsi prace. Prokazal inZzenyrsky pfistu v fadé oblasti, pocinaje teoretickou analyzou,
realizaci DPS, zajisténi nékdy exotiétéjsich prvkl, aZz po manualni realizci aplikace. Za nejvyznaméjsi vyhradu lze
povazovat absenci rozsahlejsi analyzy dynamickych vlastnosti SiC MOSFETU a IGBT tranzistoru. Pfesto,
vzhledem k rozsahu prace, funkénimu vysledku a naroénéjsim podminkdam z diivodu vykonové aplikace, je

vysledné hodnoceni A — vyborné.
Dotazy:

1. Uvedte zakladni rozdily mezi Si IGBT tranzistory a SiC MOSFETy determinované jejich spinacimi
vlasnostmi. Jaka jsou omezeni z hlediska maximalni spinaci frekvence pro jednotlivé technologie?
2. Odhadnéte ztraty na vstupnim usmérfiovacim mustku a navrhnéte odpovidajici parametry chladice.

PredloZenou zavérecnou praci hodnotim klasifikacnim stupném A - vyborné.
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